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１．概要（Summary） 
 近年、近赤外線検出器（1~3 µm）は医療検査や夜間用

暗視カメラなど様々な分野での使用が期待されている。そ

こで、Mg2Si を用いてフォトダイオードの作製を行ってい

る。これまでに暗電流を低減させるためにウェットエッチン

グによる表面加工を行ってきた。しかし、ウェットエッチン

グはエッチングレートが速い反面、微細加工が困難である。

そこで、フォトリソグラフィ技術等を用いて反応性イオンエ

ッチングによる Mg2Si の表面加工を行った。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】  多目的ドライエッチング装置、高

速マスクレス露光装置 
【実験方法】 

n 型 Mg2Si 単結晶から切り出した結晶基板を茨城大

学において鏡面研磨して評価試料に用いた。次に

NIMS で基板にレジスト（HMDS、AZ5214E）を塗布し、

マスクレス露光装置を用いてパターニングを行った。その

後 CF4 と SF6 の二つのプロセスガスを用いて、ガスの

流量：30 sccm、圧力：3.0 Pa、RF パワー：50 W で反応

性イオンエッチングを行った。エッチング時間は、10、20、
30 分と条件を変えた。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に CF4 と SF6 で 30 分間エッチングした試

料の表面顕微鏡写真を、Fig. 2 に表面プロファイルから

求めた反応時間とエッチング深さの関係を示す。Fig. 1 
に示すようにパターン通りに表面エッチングを行えている

ことが明らかになった。30 分間での加工深さは CF4 で

平均 56 nm、SF6 で平均 46 nm であった。また、加工

深さはエッチング時間に概ね比例しており、SF6 におい

て 約 1.6 nm/min、CF4 において約 1.9 nm/min の
エッチングレートが得られた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
４．その他・特記事項（Others） 
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Fig. 1 Surface micrographs of samples etched for 30 

min by (a)CF4 and, (b)SF6 reaction process gas 

Fig. 2 Etching depth versus etching time for each 

  

 


